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5. Capacitor MOS - real



Capacitor MOS real

= Funcao trabalho do metal é diferente _da
funcao trabalho no silicio ou

(ﬂ\/IS = (ﬂ\/letal B (psill’cio %0

= |solante com cargas em seu Interior

(Qox # 0)



Variagao de (@, com a dopagem
Metals Silicio
Py =41eV
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Capacitor MOS com @, # 0 - diagrama de bandas
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'V : Potencial convencional

Exemplo: @, < 0 (tipo P) B



Capacitor MOS com @, # O - diagrama de bandas
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Neste exemplo (@,,5 < 0, capacitor tipo P), o metal apresenta
elétrons com mais energia que o semicondutor (niveis de
Fermi), logo apds o contato ha uma transferéncia de elétrons
do metal para o semicondutor gerando ions negativos e uma
regido de deplecao ou até mesmo inversao.



Condicao de Banda Plana (FB)

(a) Equilibrium (b) Flat band
V=20 V = VFB = cI)ms

Condicéo de banda plana:
VG = (pl\/IS T (ps T Vox (p5_+ VOX_: 0
U V= Vig= Qus




Capacitor MOS com Isolante com
cargas em seu interior (Qox # 0)

= Cargas distribuidas aleatoriamente, moveis

(Q.m), fixas (Q.;) € de interface (Q,.)-

= Resultante de cargas = positiva (Q..),
localizada na interface SIO, / Si.
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Condicao de Banda Plana (FB) no Silicio

Condicao de banda plana:
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Equacionamento geral para o capacitor MOS (P)

Ve =P tV , +¢s

= 1.V, = Qn —g (QSideP'EGéO +st)— _ (—C]NAXd +st)




Determinacao do potencial de inversao
(V+ - limiar) do capacitor MOS
= Condicao de inversao: 0=2 @
= Na equacao geral fica:
Vg
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5. CAPACITOR MOS - REAL

Regioes de operacao dos capacitores MOS - Reals

SUBSTRATO TIPOP

Vs < Vg - acumulagao
(¢s<0)

Vs = Vg — banda plana
(¢s=0)

Vg < V< V; - deplecao
(0<@;<2¢)

Vs 2 V1 - Inversao
(05 22¢:)

SUBSTRATO TIPO N

Vs > Vg — acumulagao
(¢s>0)

Vs = Vg — banda plana
(¢s=0)

V< V;< Vg - deplecao
(20:< 45 <0)

Vs < V1 - Inversao

(Qs=2¢)



